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Настоящий стандарт распространяется на интегральные аналоговые микросхемы (далее — микро­
схемы) и устанавливает методы измерения электрических параметров и определения характеристик.

Стандарт не распространяется на коммутаторы и ключи, на компараторы напряжения в части 
методов 1580, 1581, 2500. 2501 и операционные усилители.

Настоящий стандарт должен применяться:
при разработке и пересмотре стандартов или технических условий на микросхемы конкретных 

типов;
при разработке установок для измерения электрических параметров микросхем;
при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Степень соответствия настоящего стандарта СГ СЭВ 1622—79 приведена в приложении 4.
Общие требования к аппаратуре — в соответствии с ГОСТ 30350.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 2, 3, 4, 5, 6).
Разд. 1. (Исключен, Изм. №  6).

2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, ИМЕЮЩИХ 
РАЗМЕРНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЯ (класс 1000*)

М е т о д  1500.  Измерение входного напряжения ((/„,).
Измерение Un проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 1. Измеряют напряже­

ние на входе микросхемы при ее работе в заданном режиме, указанном в стандартах или технических 
условиях на микросхемы конкретных типов.

М е т о д  1 5 1 0 .  Измерение максимального входного напряжения (Utt mi>) для микросхем с 
одним входом.

* Порядок нумерации м ею  до в измерения, применяемый в настоящем стандарте, приведен в приложе­
нии 2.
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© ИГ1К Издательство стандартов, 1999 
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И змерение проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. I.

/  — генератор си гн ал ов ; 2  — изм еритель  п ерем ен н ого  н а п р я ­
ж ен и я . 3  — и сточн и к  п и тан и я : 4  — м икросхем а: S  — и зм ер и ­
тель п ерем енного  нап ряж ени и ; 6  — и зм еритель  нел и нейн ы х  
и ск аж ен и й ; 7  — и зм ери тел ь  в рем енн ы х интервалов  (осцил- 

л ограф )

Черт. I

На микросхему подают входное напряжение с параметрами, указанными в стандартах или техни­
ческих условиях на микросхемы конкретных типов.

Увеличивая напряжение входного сигната. устанавливают напряжение выходного сигнала мик­
росхемы равным значению, указанному в стандартах или технических условиях на микросхемы конк­
ретных типов. Измерителем напряжения измеряют U__ на входе микросхемы.

М е т о д  151 1. Измерение максиматьного входного напряжения ((/„.„„) для микросхем с 
двумя входами на переменном токе.

Структурная схема для измерения Uuxxlax на переменном токе 
приведена на черт. 2.

Значения чистоты и сопротивления нагрузки должны соответ­
ствовать установленным в стандартах или технических условиях на 
микросхемы конкретных типов. В случае применения модулированно­
го сигнала измерители 2 и 5должны обеспечивать измерение эффек­
тивного немодулированного напряжения. Конденсаторы С / и С2дол­
жны являться короткозамкнутыми цепями при заданной частоте.

Для проведения измерения испытуемую микросхему (при необ­
ходимости) балансируют в соответствии с условиями, указанными в 
стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных ти- 

Черт. 2 пов. Сигнал генератора У на заданной частоте устанавливают на уров­
не. обеспечивающем значение напряжения на входе (выходе) испытуемой микросхемы, указанное в 
стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов.

Значения максиматьного входного напряжения измеряют измерителем 2.
М е т о д ы  15 00,  1 5 1 0 ,  15 1 1 .  (Измененная редакция, Изм. №  2).
М е т о д  1 5 1 2 .  Измерение максиматьного входного напряжения для микросхем с

двумя входами на постоянном токе.
Структурная схема измерения (/ на постоянном токе приведена на черт. 2а.

I  — ген ератор  п ерем ен н ого  напри 
ж ен и л; 2, S  — и зм ери тел и  перем ен  
н ого  н аи ри ж еи и я; 3  — м икросхем а; 

4  — и сточни к  питани я

/  — и сточн и к  п а с ю я н н о п э  н ап р яж ен и я : 
5 -  и зм ерители  п осто ян н о го  н ап ряж ен и я; 
3  — м икросхем а: 4 — источн и к  питани я

Черт. 2а
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Для измерения U на источнике /устанавливают напряжение U <13 и постепенно увели- 
чнвают его до тех пор. пока не достигнет значения, указанного в стандартах или технических 
условиях на микросхемы конкретных типов.

Значение 0пти измеряют измерителем 2.
(Введен лоио.1иителы10, Изм. .\е 2).
М е т о д  15 2 0. Измерение минимального входного напряжения (6'>>ят) для микросхем с 

одним входом.
Измерение проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. I.
На микросхему подают входное напряженнее параметрами, указанными в стандартах или техни­

ческих условиях на микросхемы конкретных типов.
Уменьшая напряжение входного сигнала, устанавливают напряжение выходною сигнала микро­

схемы равным значению, указанному в стандартах или технических условиях на микросхемы конкрет­
ных типов.

Измерителем напряжения измеряют на входе микросхемы.
М е т о д  1 5 2 1 .  Измерение минимального входного напряжения (6'>>mm) для микросхем с 

двумя входами.
Измерение U,tm„ проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 2.
Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять требованиям, ука­

занным в методе 1511.
При необходимости микросхему балансируют с точностью, указанной в стандартах или техни­

ческих условиях на микросхемы конкретных типов. На микросхему подают входное напряжение с 
параметрами, указанными в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов. 
Уменьшая напряжение входного сигнала, устанавливают напряжение на входе (выходе) испытуемой 
микросхемы равным значению, указанному в стандартах или технических условиях на микросхемы 
конкретных типов. После этого измеряют Unmm измерителем 2.

М е т о д  15 30. Измерение чувствительности (.V)
Измерение S  проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 1. На микросхему 

подают входное напряжение с параметрами, указанными в стандартах или технических условиях на 
микросхемы конкретных типов.

Уменьшают входное напряжение до такого значения, при котором параметры микросхемы при­
мут значения, указанные в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов, 
при этом измеряют напряжение входного си гнала, которое численно равно чувствительности.

М е т о д  1540.  Измерение диапазона входных напряжений (ДUn).
Для измерения ДUn измеряют значение максимального входного напряжения UnnM (методы 

1510 и 1511) и значение минимального входного напряжения У (методы 1520 и 1521). Диапазон 
входных напряжений определяют по формуле

л и  = и  — иМ Н1.НМ1 lx iron

М е т о д  1550.  Измерение входного напряжения покоя (£/иы) и выходного напряжения покоя
С о ­

измерение U(m и U0uix микросхем с одним входом 
проводят согласно структурной схеме, приведенной на 
черт. 3.

Емкость С( конденсатора должна быть достаточной 
для того, чтобы исключить паразитные самовозбуждения, 
и должна соответствовать стандартам или техническим ус­
ловиям на микросхемы конкретных типов.

Переключатель BI устанавливают в положение /  и 
измерителем 3 измеряют значение входного напряжения 
покоя UQi%. Затем переключатель В! переводят в положе­
ние 2  и измерителем 3  измеряют значение выходного 
напряжения покоя 130шх.

(Измененная редакция, Изм. №  2). Чсрг.З
М е т о д  15 60. (Исключен, Изм. №  2).
М е т о д  15 70. Измерение входного напряжения ограничения (UUnvn)-
Измерение 131кгж% проводят согласно структурной схеме, выбранной для измерения коэффициента 

усиления напряжения Кл данной микросхемы.

там и я. 3  — и зм ери тел ь  п осто ян н о го  н а п р я ­
ж ен и я

2—1361



С. 4 ГОСТ 19799-74

На вход микросхемы подают синусоидальный сигнал напряжением ц 'ах, указанным в стандартах 
или технических условиях на микросхемы конкретных типов, и измеряют переменное напряжение на 

выходе микросхемы Utux. Увеличивают входной сигнал до напряжения и 'ах = 1.1 и'лх и измеряют 

и  "хих ■ Дифференциальный коэффициент усиления определяют по формуле

Изменяя входное напряжение и определяя А , находят такое значение 6'иж. при котором К . 

равен 0.1 Х,.д. Входное напряжение ограничения (/ta||iM равно найденному значению U
М е т о д  15 8 0. Измерение э. д. с. смешения (Ееы) и напряжения смешения нуля (U .J  для 

микросхем с двумя и одним входами.
Измерение Е<и, Ucu для микросхем с двумя входами проводят согласно структурной схеме, 

приведенной на черт. 4. а для микросхем с одним входом — согласно структурной схеме, приведенной 
на черт. 4а.

Инвентируюший усилитель4 применяется, если выходное напряжение испытуемой микросхемы 
не сдвинуто по фазе. Усилитель должен обеспечивать коэффициент усиления напряжения А>г,«>1 и 
иметь входное сопротивление А>ж » /? м.

Значения сопротивлений резисторов, входящих в структурные схемы черт. 4 и черт. 4а, должны 
удовлетворять следующим требованиям:

A, S R) 2: A10ASUV;

А, 5 0,01 А, или Aj 5
0ЛА'у6[

А, \  = A,; Ruy » Я , й - L, 
Я, -  А, 4 2 50 ’

где /?ю — входное сопротивление испытуемой микросхемы;
— выходное сопротивление испытуемой микросхемы;

А , — коэффициент усиления напряжения испытуемой микросхемы при условии, что цепь обрат­
ной связи разомкнута.

R 5

I  — источн и к  п осто ян н о го  н ап р яж ен и я  д л я  б а ­
л ан си р о в ки  м икросхем ы ; 2, 5  — и зм ерители  п о ­
стоян н ого  н а п р яж ен и я : 3  — м и кросхем а. 4  — и с ­

то ч н и к  питани я

I — и сточн и к  п о с т о я н н о ю  н ап ряж ен и я  для б ал ан си ровки  м и к ­
росхем ы : 2, S  — изм ерители  постоян н ого  н ап р яж ен и я . 3  — м и к ­
росхем а. 4  — уси л и тел ь . мпвепт нрую ш мп ф азу . 6 — и сточн и к  

п и тан и я

Черт. 4 Черт. 4а
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Испытуемую микросхему балансируют, изменяют напряжение £, источника /  до тех пор. пока 
напряжение на измерителе 5 будет равно нулю или значению UUutt, указанному в стандартах или 
технических условиях на микросхемы конкретных типов, и измеряют значение Ех измерителем 2.

Э. д. с. смешения и напряжения смещения нуля определяют по формуле

EcuWcu) *■ El
R-,

R. * R, lluux Л4 + Л, ■

М е т о д  1 5 8 1 .  Измерение э. д. с смешения (£,и) и напряжения смещения нуля ((/,м) для 
микросхем с двумя входами с автоматическом балансировкой испытуемой микросхемы с помощью 
вспомогательного усилителя.

Измерение £  м, £/м проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 5.
Параметры вспомогательного дифференциального усилителя должны обеспечивать:
усиление при разомкнутой обратной связи более 60 дБ;
размах выходного напряжения, достаточный для обработки входного напряжения испытуемой 

микросхемы;
диапазон напряжений синфазного сигнала на входе не меньше диапазона выходного напряжения 

испытуемой микросхемы.
Значения сопротивлений резисторов, входящих в структурную схему, должны удоатетворять 

следующим требованиям:
Л, =  R2: Л, =  Л4: R X« R 3« R M;

/  — iiiv u p ii ic ii. п о сто ян н о го  н ап р яж ен и я : 2. 5  — и сточн и ки  п и тан и я ; 
3  — м икросхем а: 4  — всп ом огател ьн ы  и д и ф ф ер ен ц и ал ь н ы й  усилитель; 

6 — и сточн и к  п о ст о я н н о ю  напряж ении

Черт. 5

2*
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Значения сопротивлений резисторов R устанавливают в стандартах или технических условиях на 
микросхемы конкретных типов.

Переключатель Д? устанавливают в положение /, когда выходное напряжение испытуемой мик­
росхемы равно нулю, или в положение 2, когда выходное напряжение не равно нулю. Напряжение 
источника 6 должно соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на микро­
схемы конкретных типов. Для измерения Ееи переключатели В1 и В2 замыкают, а для измерения Ucu — 
размыкают.

Устанавливают напряжение источника 6 и положение переключателя ВЗ в соответствии со стан­
дартами или техническими условиями на микросхемы конкретных типов и измеряют напряжение 6', 
измерителем /. Э. д. с. смещения и напряжение смешения нуля определяют по формуле:

М е т о д  1 590.  Измерение синфазного входного напряжения (С[. м). 
Измерение {/  ̂ проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 6.

/  — и т е р н  гель н ап р яж ен и я : 2  — и сточн и к  п и т ан и я ; 3  — ген ератор  си г н а ­
л о в : Л — и ст о ч н и к  п и т ан и я ; S  — и ст о ч н и к  п и тан и и ; 6 — м икросхем а;
7 — изм ери тел ь  постоян н ого  н ап р яж ен и я . S  — изм ери тел ь  п ер е м ен н о ю  

н ап р яж ен и я

Черт. 6

Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять следующим требо­
ваниям

Л, = Л^0.01Л,х; Я, = Л4»Л ,.
На микросхему подают (/ф м с параметрами, указанными в стандартах или технических условиях 

на микросхемы конкретных типов, и измеряют его напряжение измерителем напряжения.
М е т о д ы  15 7 0—1 5 9 0. (Измененная редакция, Изм. №  2).
М е т о д  16 00. Измерение максимального синфазного входного напряжения ((Уф av0Mk) язя 

микросхем с двумя входами.
Для измерения максимального синфазного входного напряжения (7^uvatll измеряют коэффици­

ент ослабления синфазных входных напряжений К ф (методы 6550 и 6551). Измеряя А п л а в н о  
увеличивают напряжение входного синфазного сигнала до значения, при котором Я ̂  ,ф уменьшится 
на 6 дБ. при этом регистрируют постоянное напряжение входного синфазного сигнала или амплитуду 
синусоидального входного синфазного сигнала (при измерении на переменном токе), которые равны

м.тм'
М е т о д  1610 .  Измерение выходного напряжения {Uuu%).
Для измерения (/шх на выводах микросхемы устанавливают режим, указанный в стандартах или 

технических условиях на микросхемы конкретных типов.



ГОСТ 19799-74 С. 7

Измерение Uaux проводят измерителем напряжения, подключаемым к выходу микросхемы.
М е т о д  1620.  Измерение максимального выходного напряжения (Уиихпич) для микросхем с 

одним входом.
Измерение Uaux пих проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 1. На микросхему 

подают входное напряжение с параметрами, указанными в стандартах или технических условиях на 
микросхемы конкретных типов. Увеличивают напряжение входного сигнала до такого значения, при 
котором параметры микросхемы примут значения, указанные в стандартах или технических условиях 
на микросхемы конкретных типов, при этом измеряют измерителем напряжения на выходе микросхе­
мы Чих.пыС

М е т о д  1621.  Измерение максимального выходного напряжения (Vuuxmu)  для микросхем с 
двумя входами на переменном токе.

Измерение УШХПЫ1 проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 2. Требования к 
элементам схемы аналогичны изложенным в методе 1511.

Сигнал генератора / па заданной частоте устанавливают на уровне, обеспечивающем значение 
напряжения на входе (выходе) испытуемой микросхемы, указанное в стандартах или технических 
условиях на микросхемы конкретных типов. Измеряют максимальное выходное напряжение 0'iw4iiia 
измерителем 5.

М е т о д ы  161 0—1 6 2 1 .  (Измененная редакция. Изм. №  2).
М е т о д  162  2. Измерение максимального выходного напряжения (Vuuxmtx) для микросхем с 

двумя входами на постоянном токе.
Измерение Uau%nux на постоянном гоке проводят согласно структурной схеме, приведенной на 

черт. 2а.
На источнике / устанавливают напряжение Um. указанное в стандартах или технических услови­

ях на микросхемы конкретных типов. Значение Umtumx измеряют измерителем 5.
(Введен дополнительно, Изм. №  2).
М е т о д  16 3 0. Измерение минимального выходного напряжения (Ушх 1ШП) для микросхем с 

одним входом.
Измерение Uiux mm проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 1. На микросхему 

подают входное напряжение с параметрами, указанными в стандартах или технических условиях на 
микросхемы конкретных типов.

Уменьшают напряжение входного сигнала до такого значения, при котором параметры микро­
схемы примут значения, указанные в стандартах или технических условиях на микросхемы конкрет­
ных типов, при этом измерителем напряжения на выходе микросхемы измеряют UauimJo.

М е т о д  1631.  Измерение минимального выходного напряжения (Utuxmin) для микросхем с 
двумя входами.

Измерение Uau%mm проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 2. Основные 
элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять требованиям, указанным в методе 
1511.

Микросхему балансируют (при необходимости) с точностью, указанной в стандартах или техни­
ческих условиях на микросхемы конкретных типов. На микросхему подают входное напряжение с 
параметрами, указанными в стандартах или технических условиях на микросхемы конкреп1ых типов. 
Уменьшают напряжение входного сигнала до такого значения, при котором параметры микросхемы 
примут значения, указанные в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных ти­
пов: при этом измерителем напряжения на выходе микросхемы измеряют Uauxmln.

М е т о д  16 40. Измерение выходного напряжения баланса ( для микросхем с двумя 
входами.

Измерение иаихШ проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 6а.
Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять требованиям, ука­

занным в методе 1580.
Микросхему балансируют (метод 1580) с точностью, указанной в стандартах или технических 

условиях на микросхемы конкретных типов.
Затем переключатель HI переводят в положение 2 и измерителем постоянного напряжения изме­

ряют Uaux6u между одним из выходов микросхемы и общим выводом микросхемы.

Э -1 3 Ы
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М е т о д  16 4 1 .  Измерение выходного напряжения баланса (^ шкЬы) для микросхем с двумя 
входами с автоматической балансировкой испытываемой микросхемы с помощью вспомогательного 
усилителя.

Измерение t/BUXbM проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 66.

R1 Rk R5

I — и сточн и к  п осто ян н о го  н ап ряж ен и я  для б ал ан ­
сировки  м и кросхем ы , 2  — м икросхем а; 3  — и сто ч ­
н и к  п и тан и я ; 4  — изм ери тел ь  п осто ян н о го  н ап р яж е­

н и и

Черт. 6а

5  — п сп ом огательн ы й  усилитель

Черт. 66

Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять следующим требо­
ваниям:

Я, =  R. £ 0,01 /?м; R} = Rt » R 2:

Я, =  Я6; Ят = Як.

Если напряжения на входах вспомогательного усилителя не превышают допустимых значений, то 
резисторы R7и R8 исключают.

Параметры вспомогательного усилителя должны удовлетворять требованиям, указанным в методе
1581.

Измерителем 4 измеряют постоянное напряжение (/huxAjj между одним из выходов микросхемы 
и общим выводом микросхемы.

М е т о д  1650 .  Измерение приведенного ко входу напряжения шумов (Ь'шиу)  для микросхем 
с одним входом.

Измерение Umn проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 7.
Основные элементы, входящие в структурную схему, 

должны удовлетворять следующим требованиям

/  — и сточн и к  п и тан и я ; 2 — м икросхем а: 
3  — т м е р и т е л ь  перем ен н ого  нап ряж ени я

*с. * °,1

Для измерения Ua u4 измеряют эффективное значение 
напряжения шумов Um на выходе микросхемы и коэффици­
ент усиления напряжения KyV методом, выбранным для ис­
пытаний данной микросхемы (методы 6500—6504).

Приведенное ко входу напряжение шумов определяют 
по формуле

Vm, КSUЧерт. 7
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М е т о д  1651 .  Измерение приведенного ко входу напряжения шумов (6 'ша%) для микросхем 
с двумя входами.

Измерение Um проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 7а.
Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять следующим требо­

ваниям:
R, = Я, 5 0,01 R ; Я, = R » R  ‘I г ’ их* з 4 19

С, =  С ; X■ 5 0,01 R .
1 2 С | ах

Для микросхем с двумя выходами положение переключателей при измерении £/ v показано на 
черт. 7а, а для микросхем с одним выходом переключатель ВЗ переводят в положение 2.

Переменное напряжение на выходе генератора устанавливают равным нулю. Входы микросхемы 
через конденсаторы С / и С2 закорачивают на общий вывод, для чего замыкают переключатели BI и 
В2.

Микросхему балансируют с точностью, указанной в стандартах или технических условиях на 
микросхемы конкретных типов, затем к выходу микросхемы подключают измеритель переменного 
напряжения (переключатель £ 4 устанавливают в положение 2).

/  — ген ератор  си гн ал о в ; 2  — и сточн и к  постом и н о го  н ап р яж е­
ния д л я  бал ан си р о в ки  м икросхем ы ; .? — м икросхем а; 4  — и с ­
то ч н и к  п и т ан и я : 5  — изм еритель  п о с т о я н н о ю  н ап р яж ен и я; 
6 — изм еритель  п ерем ен н ого  н ап р яж ен и я : 7  — и зм еритель  н е ­

л и н е й н ы х  искаж ени й.

/  — и сточн и к  ут|рап.1ию ш епэ н ап р яж ен и я : 2  — и з ­
м еритель  п осто ян н о го  н ап ряж ен и я: 3  — м икросхе­
м а. 4 — и сточн и к  п и т ан и я ; 5  — и зм еритель  п о сто ­

я н н о го  н ап ряж ен и я

Черт. 8

Черт. 7а
Измеряют эффективное значение напряжения шумов Um непосредственно на выходе микросхе­

мы и коэффициент усиления напряжения Afyi/(методы 6500—6504).
Приведенное ко входу напряжение шумов UmЛ определяют по формуле

М е т о д  1660.  Измерение остаточного напряжения ( U^).
Измерение Ь',к1 проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 8.
На вход микросхемы подают управляющее напряжение £,, соответствующее открытому состоя­

нию микросхемы, с параметрами, указанными в стандартах или технических условиях на микросхемы 
конкретных типов.

Остаточное напряжение измеряют измерителем напряжения на выходе микросхемы.
М е т о д  1670.  Измерение напряжения срабатывания ( U<pe).
Измерение U ̂  проводят согласно структу рной схеме, приведенной на черт. 8.

Увеличивают управляющее напряжение £,, начиная от £, < £ cpfi. указанного в стандартах или

з*



С. 10 ГОСТ 19799-74

технических условиях на микросхемы конкретных типов, до значения, при котором происходит вклю­
чение микросхемы, т. е. скачкообразное изменение выходного напряжения, при этом регистрируют

значение Е\ . которое равно £/срв.
М е т о д  1680.  Измерение напряжения отпускания (6'iim).
Измерение Umn проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 8.

Уменьшают управляющее напряжение £ (, начиная от е \ >1/ср0, указанного в стандартах или

технических условиях на микросхемы конкретных типов, до значения /г” , при котором происходит 
включение микросхемы, то есть скачкообразное изменение выходного напряжения, при этом регист­
рируют значение £ (, которое равно Um .

М е т о д  1 6 9 0. Измерение максимальной амплитуды импульсов входного (выходного) 
напряжения (£/вАлиь UaaJLaJ .

Измерение Ц ^Ат„ (  I/..,. Л проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 9.

1 — и i м ерит ель п ерем ен н ого  н ап р яж ен и я ; 2  — ген ератор  сигналом; J  — м и к р о ­
схема: 4  — и ст о ч н и к  п и тан и я ; 5  — изм еритель  в рем енн ы х ингериалом , (о с ц и л ­
л о гр аф ); 6 — изм ери тел ь  п ерем ен н ого  н ап ряж ен и я: 7 — изм еритель  ч асто ­

ты ; S  — изм ери тел ь  н ел и н ей н ы х  искаж ени й

Черт. 9

Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять следующим требо­
ваниям

R\ •= .V(| £ 0 .0 1R) .
Плавно увеличивают амплитуду входных импульсов до такого значения, при котором искажения 

формы импульсов выходного напряжения станут равными значениям, указанным в стандартах или 
технических условиях на микросхемы конкретных типов.

Измерителем напряжения измеряют максимальную амплитуду импульсов входного (выходного) 
напряжения.

М е т о д  1700.  Измерение диапазона изменения выходного напряжения ограничения Д(/о|р.
Измерение Дб'.и1> проводят согласно структурной схеме, выбранной для определения коэффици­

ента усиления напряжения AfyU данной микросхемы (методы 6500—6504).

При двух значениях входного напряжения UKX*Uolf> и Uux=- 1,5 £/oip измеряют выходные 

напряжения и .
Диапазон изменения выходного напряжения ограничения определяют по формуле

Д ^ О Гр  = ^ П Ы Х  “ б 'ь ц ,  .

М е т о д ы  161 0—1 7 0 0. (Измененная редакция, Изм. № 2).
Методы 1710. 1711. (Исключены, Изм. №  5).
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М е т о д  1720.  Измерение диапазона выходного постоянною напряжения (
Измерение iC/|iuviia t проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 7а. Основные 

элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять требованиям, указанным в методе 
1651.

Ятя микросхем с двумя выходами положение переключателя Я? при измерении £/1ылож1 показа­
но на черт. 7а, а для микросхем с одним выходом переключатель Я? переводят в положение 2.

На вход микросхемы подают два значения напряжения, указанные в стандартах или технических 
условиях на микросхемы конкретных типов и обеспечивающие получение двух граничных значений 
диапазона выходного напряжения микросхемы. Измеряют указанные выходные напряжения. Диапазон 
выходного напряжения определяют какатгебранческую разность измеренных выходных напряжений.

(Измененная редакция. Изм. №  2).

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, ИМЕЮЩИХ РАЗМЕРНОСТЬ
ТОКА (класс 2000)

М е т о д  25 0 0 .  Измерение входных токов (Уи . / (1 ). среднего входного тока (/utcp) и разности 
входных токов (Д/„).

Я м  микросхем с двумя входами измерение /uv , /ю , /Mtp, Alix проводят согласно структу рной 
схеме, приведенной па черт. 11а, а измерение /и для микросхем с одним входом — по структу рной 
схеме, приведенной на черт. 116.

R5

/  — и сточн и к  п о сто ян н о го  н ап р яж ен и я  для бал ан си р о в ки  м и к р о с х е ­
м ы ; 2 . 5  — и зм ерители  п осто ян н о го  н ап р яж ен и я ; 3  — м икросхем а: 

4 — и сточн и к  IIMIUHIIU

Черт. 11а

R1 /?9 R6 R5

/ — и сточни к  п осто ян н о го  н ап р яж ен и я  дли б ал ан си ровки  м икросхем ы ; 
2. 5  — изм ерители  п о с т о я н н о ю  н ап р яж ен и я : J  — м икросхем а; 4 — у си л и ­

тель. ни пен тиру кии ни ф ату; 6 — и сточн и к  питани я

Черт. 116

4-1361
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Сопротивление Я, резистора (см. черт. Маи 116) должно удовлетворять следующему требованию:

0 , 5 / ? , < V ^
Остальные элементы, входящие в структурные схемы, должны удовлетворять требованиям, ука­

занным в методе 1580.
При измерении А 1м испытуемую микросхему балансируют при замкнутых переключателях BI и 

В2, изменяют напряжение источника /  до тех пор, пока напряжение на измерителе 5 не будет равно 
нулю или напряжению t/()|iuv, указанному в стандартах или технических условиях на микросхемы

конкретных типов. Измеряют напряжение е \ измерителем 2. Повторно балансируют микросхему при

разомкнутых переключателях В1 и В2 и измеряют измерителем 2 напряжение .
При измерении /R̂ , /т , /м р испытуемую микросхему балансируют при разомкнутом пере­

ключателе BI и замкнутом В2 и измеряют напряжение £ , измерителем 2. Повторно микросхему

балансируют при замкнутом переключателе BI и разомкнутом В2 и измеряют напряжение Et - 

Разность входных токов А/м микросхемы определяют по формуле

где
Я .

“ Я, * Я; К2 * *5
Rx + Я5

Входной ток /в4| по первому входу микросхемы определяют по формуле

к  к  ' т 
-“ < £ - * ; ) .

Входной ток /114 по второму входу микросхемы определяют по формуле

Средний входной ток ltx [, микросхемы определяют по формуле

1 их.ср
*1 -Кг " Г  Л . “ 1
- Щ * '  “ £ « ) =-----

т 2

Входной ток 1м для микросхемы с одним входом определяют по формуле для !кк.
М е т о д  2 5 0 1 .  Измерение входных токов среднего входного тока (/ВХл;|>) и

разности входных токов (Д/ J  с автоматической балансировкой с помощью вспомогательного усили­
теля.

Измерение /  vj, /iXj, /цх.(). А /ю проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 5.
Сопротивление резисторов Я должно быть меньше значения входного сопротивления испытуемой 

микросхемы и в 100 раз больше значения сопротивления Я, резистора. Требования к источнику напря­
жения устанавливают в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов. Ос­
тальные требования к элементам структурной схемы должны соответствовать требованиям, указанным 
в методе 1581.

При измерении Д/^ размыкают переключатели В1 и В2 и измеряют значение yj измерителем /
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(см. черт. 5). При измерении /и̂ , /Uj, 1их ср размыкают переключатель BI. замыкают переключатель В2 

и измеряют значение и  ' измерителем /. Потом замыкают переключатель BI. размыкают переключа­

тель В2и измеряют значение и  J” измерителем /.

Разность входных токов A/uv определяют по формуле

гдс

Входной ток I  по первому входу микросхемы определяют по формуле
M'i

/ k i| К  V *
К  R  ’

Входной ток 1их по второму входу микросхемы определяют по формуле

Ux
' “ 2

Средний входной ток /1Х р микросхемы определяют по формуле

Т ~ = 2

М е т о д ы  2 5 00,  2 50 1 .  (Измененная редакция, Изм. № 2).
М е т о д ы  2 50 2 ,  2 51 0 - 2  5 I 2. (Исключены, Изм. № 2).
М е т о д  2 5 20. Измерение выходного тока (1аия).
Для измерения /вич измеряют выходное напряжение 1/ш% (метод 1610). Выходной ток определяют 

по формуле

/  « " г а .
ии% к» ■

М е т о д  2 5 30. Измерение максимального выходного тока ( / (юа) для микросхем с одним 
входом.

Измерение /шл|пйх проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 1.
Для определения /иихтх патожение переключателей показано на черт. 1.
Изменяя напряжение входного синусоидального сигнала при номинальном значении сопротив­

ления нагрузки, указанном в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов, 
устанавливают на выходе напряжение которое измеряют по методу 1620.

После этого заменяют сопротивление нагрузки резистором r h , указываемом в стандартах или

технических условиях на микросхемы конкретных типов, и измеряют значение и .
Максимальный выходной ток определяют по формуле

Ви

М е т о д  2 5 3 1. Измерение максимального выходного тока (/IiUvnm) для микросхем с двумя 
входами.

4»
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Для определения /ш1|шк при номинальном значении сопротивления нагрузки на выходе микро­
схемы устанавливают максимальное выходное напряжение UmaiMaie, измеренное по методу 1621.

Заменяют сопротивление нагрузки резистором Rti, указанным в стандартах или технических

условиях на микросхемы конкретных типов, и измеряют выходное напряжение и ‘аи% ■ Максимальный 
выходной ток определяют по формуле

М е т о д  2 5 4 0 .  Измерение минимального выходного тока ( |шп).
Для определения /BUVm)n измеряют минимальное выходное напряжение £/uutmln (метод 1630 или 

1631).
Мннимааьный выходной ток определяют по формуле

4 .

М е т о д  2 5 5 0. Измерение тока утечки на входе (выходе) (/yTBV и /  11ЬИ).
Измерение /п ю и /  т iui проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 9. 
Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удоазегворять требованиям, ука­

занным в методе 1690.
На микросхему подают входное напряжение с параметрами, указанными в стандартах или техни­

ческих условиях на микросхемы конкретных типов.
Размыкают переключатель В2, закрывают входную (выходную) цепь микросхемы и измеряют

падение напряжения AV нл резисторе Л, (выходное напряжение микросхемы и'иих). Ток утечки на 
выходе (входе) определяют по формулам

AU
¥ ,и * я ,  ;

/У1.М4Л
- "а й *
" к  ■

М е т о д ы  2 5 3 0—2 5 50. (Измененная редакция, Изм. №  2).
М е т о д  2 5 6 0. Измерение входного (выходного тока) покоя (/ц1к0 и /ацл0).
Измерения /ц>|) и 1шх ц проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 9.
Основные элементы' входящие в структурную схему, должны удовлетворять требованиям, ука­

занным в методе 1690.
Размыкают переключатель В2 и при Un  = 0 измеряют падение напряжения д£/ на резисторе Я,

(выходное напряжение микросхемы {/«ш).
Входной (выходной) ток покоя определяют по формулам

д U

Л,
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М е т о д  2 5 7 0 .  Измерение тока потребления ( / ^ J .
Измерение /  ifn проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 12.
Измерители постоянного тока должны являться короткозамкну­

тыми цепями. При применении генератора напряжения его параметры 
должны соответствовать указанным в стандартах или технических усло­
виях на микросхемы конкретных типов.

Для измерения /ivam в точках А. Б. В. . . А должен быть обеспе­
чен режим питания микросхемы, указанный в стандартах или техни­
ческих условиях на микросхемы конкретных типов. Точки потребления 
/„о.,. С т о  измеряют измерителями токов.

' М е т о д ы  2 5 7 1—2 5 9 0 . (Исключены, Изм. № 2).
М е т о д ы  2 6 0  0—2 6 1 0. (Исключены, Изм. №  5).
М е т о д  2 6 20. Измерение тока срабатывания (/срй).
Измерение /  Л проводят согласно структурной схеме, приведен­

ной на черт. 8.
Увеличивают упрааляющее напряжение £,. начиная от Б, <Uef6, 

указанного в стандартах или технических условиях на микросхемы кон­
кретных типов, до значения е " . при котором происходит включение 
микросхемы, го есть скачкообразное изменение выходного напряжения. 
При этом измеряют значение тока, потребляемого от источника £,. 
Значение этого тока в момент срабатывания микросхемы равно /с(в.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
М е т о д ы  2 6 3  0, 2 6 3  1. (Исключены, Изм. №  2).

/ .  10. Л  — и зм ерители  п о с т о я н ­
н о го  н а п р я ж е н и я ; 3 . 7. S  — и с ­
то ч н и к и  п и т а н и я ; 4. 6. 9  — и з­
м ери тел и  п о с т о я н н о ю  тока; 2 — 
ген ератор  н ап р яж ен и я: 5  — м ик 

росхема

Черт. 12

4. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, ИМЕЮЩИХ РАЗМЕРНОСТЬ
МОЩНОСТИ (класс 3000)

М е т о д  3500 .  Измерение потребляемой мощности (Р,,,,).
Для измерения Р измеряют токи, потребляемые микросхемой (метод 2570). 
Потребляемую мощность определяют по формуле

Рпсп 1,Е, +  / , £ ,  +  . . . / £ ,11 2 2 я п’
где /в — токи, протекающие через выводы питания микросхем;

£,, £2. . .  £  — напряжения питания на выводах микросхемы.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
М е т о д  3510 .  Измерение максимальной потребляемой мощности ( /’ г тм).
Максимальную потребляемую мощность измеряют при работе микросхемы в предельном режиме 

по потреблению (метод 3500).
М е т о д  3520 .  Измерение рассеиваемой мощности (Ррк).
Для измерения £, определяют потребляемую мощность Я1о1 (метод 3500) и выходную мощность 

Риих (метод 3530). Рассеиваемую мощность определяют по формуле

Р = Р -  Р .
рос ПОТ UU1

М е т о д  3 5 30. Измерение выходной мощности (Рш%)  и максимальной выходной мощности

(Г )•

J - I 3 6 I
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Структурная схема для измерения Риих, / \  ̂  u i>

С7

приведена на черт. 13.

/ — ген ератор  перем ен н ого  н ап р яж ен и я;
2  — м икросхем а; 3  — и сточн и к  п и тан и я ; 
4  — и гм ери гель п ерем ен н ого  н ап р яж ен и я; 

5 — и зм ери тел ь  гарм он ик

J Черт. 13

Измерение проводят в диапазоне низких частот. Значение частоты указывают в стандартах или 
технических условиях на микросхемы конкретных типов. Конденсаторы С / и С2 должны быть корот­
козамкнутой цепью на заданной частоте /

Предельное отклонение сопротивления нагрузки от заданного в стандартах или технических усло­
виях на микросхемы конкретных типов должно быть в пределах ± I %. Измеритель 5 должен обеспечи­
вать измерение коэффициента гармоник в диапазоне от 1 до 5 гармоники, при этом погрешность 
измерителя должна быть в пределах ± 10 %.

Ятя проведения измерения выходное напряжение генератора /  повышают до получения значения 
Jaux, указанного в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов, или 
такого выходного напряжения 0 ^ ^ ,  при котором получают коэффициент гармоник А' тл, указан­
ный в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов.

Выходную мощность и максимальную выходную мощность определяют по формулам:

М е т о д  4 5 00. Измерение полосы пропускания (Дf) . верхней ( / ) и  нижней (/ и) граничных 
частот.

Измерения Д/ проводят согласно структурной схеме, выбранной для измерения коэффициента 
усиления А ( данной микросхемы (методы 6500-6504). На вход микросхемы подают синусоидальный 
сигнал, напряжение и частоту которого указывают в стандартах или технических условиях на микро­

схемы конкретных типов, при этом измеряют переменное напряжение на выходе микросхемы UkUX.
Плавно увеличивают частоту входного сигнала, поддерживая его напряжение постоянным до тех 

пор, пока напряжение на выходе микросхемы уменьшится до значения ц “иих * 0.707 U,ux • при этом
регистрируют частоту входного сигнала (верхнюю граничную частоту/п). При необходимости микро­
схему балансируют с точностью, указанной в стандартах или технических условиях на микросхемы 
конкретных типов. Затем плавно уменьшают частоту' входного сигнала, поддерживая его напряжение 
постоянным до тех пор, пока напряжение на выходе микросхемы уменьшится до значения

и  " = о 707 и ‘ ■ При этом регистрируют частоту входного сигнала (нижнюю граничную частоту/,). 
Полосу пропускания микросхемы определяют по формуле

(Измененная редакция, Изм. №  2).
М е т о д  3 5 40. (Исключен, Изм. №  2).

5. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ, 
ИМЕЮЩИХ РАЗМЕРНОСТЬ ЧАСТОТЫ (класс 4000)

(Измененная редакция, Изм. №  2).
М е т о д  45 1 0 .  Измерение центральной частоты <fj.
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Измеряют верхнююJ'u и нижнюю/н граничные частоты микросхемы (метод 4500). 
Центральную частоту паюсы пропускания определяют по формуле

Г _ /ж* J  и
/ и  — •

М е т о д  45 20. Измерение частоты единичного усиления (/",).
Измерение/, микросхемы с одним выходом проводят согласно структурной схеме, приведенной 

на черт. 15.
Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять следующим требо­

ваниям
* С Х S  R r  S  * 2  S  ^  * . м х г «  * V

где Rbu%i — выходное сопротивление генератора.
Измерение/, микросхем с двумя выходами проводят согласно структурной схеме, приведенной 

на черт. 16.

/  — изм ери тел ь  п ер ем ен н о го  нап ряж ени и : 2  — ген ератор  с и г ­
н ал о в ; 3  — м икросхем а; 4  — источн и к  п и тан и я . 5 — о сц и л ­

л о гр аф ; 6 — и зм ери тел ь  п ер ем ен н о го  н ап ряж ени и

Черт. 15

I  — и зм ери тел ь  п ерем ен н ого  нап ряж ени и : 2  — ген ератор  c h i  налом. 
3  — м и кросхем а; 4 — и сточн и к  п и тан и я : S  — в спом огательны й  у с и ­

литель; 6  — изм ери тел ь  п ер е м ен н о ю  нап ряж ени я

Черт. 16

5*
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Оспенные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять следующим требо­
ваниям

Параметры вспомогательного усилителя определяют в зависимости от параметров испытуемой 
микросхемы.

Плавно увеличивают частот)' входного сигнала, поддерживая его напряжение постоянным до тех 
пор. пока значение выходного напряжения станет равным значению входного напряжения. При этом 
регистрируют частоту входного сигнала, равную частоте единичного усиления / .

М е т о д  45 30. Измерение частоты резонанса (квазирезонанса) (/>).
Измерение/, проводят согласно структурной схеме, выбранной для измерения коэффициента 

усиления KyL данной микросхемы (методы 6500—6504).
На вход микросхемы подают синусоидальный сигнал, частоту которого плавно изменяют, под­

держивая напряжение постоянным.
Значение частоты, при котором выходное напряжение принимает максимальное (минимальное) 

значение, является частотой резонанса (квазирезонанса).
М е т о д  4 5 4  0. Измерение нижней (верхней) частоты полосы задерживания ( /  _ и, / и #).
Измерение / ии и /ЦЛ проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 9.
Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять требованиям, ука­

занным в методе 1690.
На микросхему подают входное напряжение с параметрами, указанными в стандартах или техни­

ческих условиях на микросхемы конкретных типов, при этом измеряют коэффициент передачи. Плав­
но уменьшают (увеличивают) частоту входного сигнала до тех пор. пока коэффициент передачи 
микросхемы уменьшится в заданное число раз, при этом регистрируют частоту входного сигнала, 
которая равна нижней (верхней) частоте полосы задерживания.

М е т о д ы  4530. 4540. (Измененная редакция, Изм. № 2).
М е т о д  4 5 5 0 .  Измерение полосы задерживания (Д/*и).
Для измерения Л/. измеряют / ии и / иа (метод 4540). Полосу задерживания определяют по 

формуле

М е т о д  4 5 6 0 .  Измерение частоты среза (Л ).
Дня измерения частоты среза определяют амплитудно-частотную характеристику (метод 9510) и 

определяют частоты, на которых коэффициент усиления напряжения AfyU = 0 дБ.
М е т о д  45 70. Измерение частот генерирования (ft) и следования импульсов (/•). 
Измерение/! и Fпроводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 17.

На микросхему подают электрический режим, указанный в НТД, и измерителем частоты регис­
трируют/ и F.

М е т о д  45 8 0 .  Измерение максимальной частоты следования импульсов ( f mM).
Измерение Fivux проводят согласно структу рной схеме, приведенной на черт. 9.
Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять требованиям, ука­

занным в методе 1690.
На вход микросхемы от генератора подают импульсы. Частоту следования импульсов плавно

I  — м икросхем а; 2  — и сточни к  
п и тан и я . 3  — и зм ери тел ь  ч а сто ­
ты

Черт. 17

18
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увеличивают до тех пор. пока искажение формы импульса на выходе микросхемы станет равным 
значению, указанному в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов. При 
этом регистрируют

(Измененная редакция, Изм. №  2).

6. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ,
ИМЕЮЩИХ РАЗМЕРНОСТЬ ВРЕМЕНИ (класс 5000)

М е т о д  5 500.  Измерение времени задержки (/ ).
Измерение / проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 9.
Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять требованиям, ука­

занным в методе 1690.
Для измерения /м положение переключателей показано на черт. 9.
На вход микросхемы подают импульс прямоугольной ({юрмы с параметрами, указанными в 

стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов, после этого измеряют /и 
измерителем временных интервалов или определяют по изображениям входного и выходного импуль­
сов на экране осциллографа как интервал времени, измеренный между моментами достижения фрон­
тами входного и выходного импульсов уровней, указанных в стандартах или технических условиях на 
микросхемы конкретных типов.

М е т о д  5510 .  Измерение времени нарастания (/ц>р) выходного напряжения для микросхем с 
одним входом.

Измерение Г1ыр проводят согласно структу рной схеме, приведенной на черт. I.
Для измерения г положение переключателей В!. В2 показано на черт. 1, а переключатель ВЗ 

переводят в положение 3.
На вход микросхемы подают импульс прямоугольной формы с параметрами, указанными в 

стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов.
Измерители временных интервалов измеряют интервал времени, за который выходное напряже­

ние микросхемы изменяется от момента первого достижения уровня 0.1 до момента первого достиже­
ния уровня 0,9 установившегося значения, который равен / .

М е т о д  5 5 1  1. Измерение времени нарастания ( /^ ) ,  времени запаздывания (/щп), времени 
установления (/)да) и времени успокоения 0 ^ п).

Измерение zwn, z>vi, z>vn проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 17а.
Значения параметров выходного импульса генератора (амплитуда, частота, полярность, длитель­

ность, время нарастания и спада), сопротивления /?,. R}, 
сопротивление нагрузки Ru (с учетом допускаемой емкости, 
шунтирующей нагрузку), приращение выходного напряже­
ния от установившегося значения е должны соответствовать 
стандартам или техническим условиям на микросхемы конк­
ретных типов.

Графическое определение 1иЩ), z^ , />ст, f^a и е приве­
дено в приложении 5. Основные элементы, входящие в струк­
турную схему, должны удовлетворять следующим требова­
ниям:

< / ? . » / ? •  ) 1 1 R - C  »1  •J и\ Мар

я ,  * 3  . С ,  2  1 0 0  Л .
/?1 +  Я} * 2

где Сп  — емкость на входе испытуемой микросхемы:
Тг — период повторения импульсов генератора. 
Параметры импульса генератора (длительность импуль­

са ти, время нарастания тн, время спада т.) должны удовлег-

I  — ген ератор  импульсом: 2 — и ст о ч н и к  п о ­
стоян н ого  н ап р яж ен и я  для бал ан си р о в ки  м и к ­
росхемы : .? — м и кросхем а: 4 — источник  п и т а ­
н и я : 5  — и тм ери тедь  в р ем ен н ы х  интервалоп  
(осц и л лограф ): б — и зм еритель  п осто ян н о го  

н ап ряж ен и и

Черт. 17а

6 -1 3 6 1



С. 20 ГОСТ 19799-74

ворять условиям тп > />Ы1, tс« / ш1. Измерение параметров может проводиться при A>t= l ,  то
есть /?,=/?. или AyL > I, т. е.

Перед измерением микросхему балансируют в соответствии с требованиями стандартов или тех­
нических условий на микросхемы конкретных типов. Если разбаланс испытуемой микросхемы не 
влияет на измеряемые параметры, то измерение проводят без предварительной балансировки. Затем 
устанавливают значение амплитуды импульса генератора, обеспечивающее работу испытуемой микро­
схемы в линейном режиме.

Время запаздывания /ип, время нарастания / ф, время установления rtct и время успокоения . 
измеряют измерителем временных интервалов.

Методы 5500—5511. (Измененная редакция, Изм. №  2).
Методы 5520—5530. (Исключены, Изм. .\е 2).
М е т о д  5 540.  Измерение времени готовности (/п).
Регистрируют момент времени /,. соответствующий включению микросхемы и началу периоди­

ческого измерения контролируемого параметра, который является критерием для определения времени 
готовности.

Регистрируют момент времени tn, соответствующий времени, когда контролируемый параметр, 
являющийся критерием, принимает значение, указанное в стандартах или технических условиях на 
микросхемы конкретных типов.

Время готовности определяют по формуле

1п = >2- 'г
Измерение параметров, которые являются критериями для определения времени готовности, 

проводят согласно методам, указанным в настоящем стандарте.
Конкретный метод измерения параметров указывают в стандартах или технических условиях на 

микросхемы конкретных типов.
(Измененная редакция, Изм. №  2).

7. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ (класс 6000)

М е т о д  6 5 0  0. Измерение коэффициента усиления напряжения (A>tl) для микросхем с одним 
входом.

Метод применяют, когда не требуется высокая точность определения А (| или когда напряжение, 
подаваемое на вход испытываемой микросхемы, не может быть измерено непосредственно (например, 
на высоких частотах).

Измерение А, проводят согласно структурной схеме, которая приведена на черт. I.
Для определения Ау1, положение переключателей показано на черт. 1.
На вход микросхемы подают синусоидальный сигнал Un , указанный в стандартах или техничес­

ких условиях на микросхемы конкретных типов, и измеряют переменное напряжение на выходе 6'iiuy. 
Коэффициент усиления напряжения определяют по формуле

М е т о д  6 5 0 1 .  Измерение коэффициента усиления напряжения (AyU) на постоянном токе.
Измерение проводят для микросхемы с двумя входами согласно структурной схеме, приве­

денной на черт. 4, а для микросхем с одним входом — на черт. 4а.
Основные элементы, входящие в структурные схемы, должны удовлетворять требованиям, ука­

занным в методе 15X0.
Ял я проведения измерения испытуемую микросхему предварительно балансируют в соответствии 

с условиями, указанными в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов.
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Напряжение источника /  изменяют на такое значение Д£, при котором приращение выходного 
напряжения Д U не выходит за линейный участок работы испытуемой микросхемы.

Коэффициент усиления вычисляют по формуле

*»и
ли  иих

д £ я, - я. + д и »U A я4 + я5

М е т о д  6502 .  Измерение коэффициента усиления напряжения на постоянном токе для 
микросхем с двумя входами с автоматической балансировкой испытуемой микросхемы при помощи 
вспомогательного усилителя.

Измерение проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 5. Основные элемен­
ты, входящие в структурные схемы, должны удовлетворять требованиям, указанным в методе 1581.

Для проведения измерения устанавливают переключатели BI и В2 в замкнутое положение, а 
переключатель ВЗ — в положение 2. Напряжение минус на источнике постоянного напряжения 
устанавливают в соответствии со стандартами или техническими условиями на микросхемы конкрет­

ных типов. Измеряют значение измерителем 1. Напряжение плюс UMi на источнике постоянного 
напряжения устанавливают в соответствии со стандартами или техническими условиями на микросхе­

мы конкретных типов. Измеряют значение и [  измерителем /.
Коэффициент усиления вычисляют по формуле

* >L г ч ,
Л2 + Л, и 1- и 1 ■

М е т о д  6503 .  Измерение коэффициента усиления напряжения (K v) для микросхем с двумя 
входами.

Метод применяют при испытаниях микросхем с малым входным сигналом. Метод позволит умень­
шить погрешность определения коэффициента усиления, связанную с погрешностью измерителя пе­
ременного напряжения. При измерениях на высоких частотах в качестве делителя может быть использо­
ван высокочастотный калиброванный аттенюатор.

Структурная схема для измерения KyV приведена на черт. 20.

/  — ген ератор  си гн ал ен ; 2  — и сточни к  п и тан и я ; 3  — м икросхем а; 
4  — и ст о ч н и к  питани и ; 5  — изм ери тел ь  п осто ян н о го  н ап ряж ен и я; 

6  — м тм ери 1сл ь  п ерем енного  н ап ряж ен и я

Черт. 20

&•
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Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять следующим требо­
ваниям

R: й 0,01 Л1д; Х(  5 0,01 Л,.
При измерении К у для микросхем с двумя выходами положение переключателя BI показано на 

черт. 20. а для микросхем с одним выходом переключатель BI переводят в положение 2.
Балансируют микросхему (метод 1511) с точностью, указанной в стандартах или технических 

условиях на микросхемы конкретных типов.
Затем размыкают переключатель ВЗ и на вход усилителя подают синусоидальный сигнал и изме­

ряют напряжение на выходе генератора Переключатель #2 переводят в положение 2 и измеряют 
напряжение на выходе микросхемы Uuux. Коэффициент усиления напряжения определяют по формуле

... ^дсл.и ‘ ̂ 'ни*

KUil выбирают равным номинальному значению коэффициента усиления напряжения испы­
туемой микросхемы.

М е т о д  6 5 0 4 .  Измерение коэффициента усиления напряжения (А^и) на переменном токе.
Поданному методу измеряется микросхем с низким и средним входными сопротивлениями. 

Измерение / у ,  проводят согласно структу рной схеме, приведенной на черт. 18. Значения сопротивле­
ния нагрузки R t и частоты /установлены в стандартах или технических условиях на микросхемы 
конкретных типов. При измерении /Г ̂  для микросхем с одним входом резистор R3 должен быть 
короткозамкнутым (переключатель В / — замкнутый). Сопротивление аттенюатора должно быть значи­
тельно меньше входного сопротивления испытуемой микросхемы.

Сопротивление Л, резистора должно быть равно характеристическому сопротивлению аттенюато­
ра. Сопротивления R, и /?, во входной цепи должны быть равны минимальному входному сопротивле­
нию испытуемой микросхемы, определенному на постоянном токе. Сопротивления конденсаторов С7 
и С2должны быть при заданной частоте значительно меньше входного сопротивления испытуемой 
микросхемы.

С1

I  — ген ератор  п ерем енного  н ап р яж ен и и ! 2. 6 — итм ерм ic .th п е р е м е н ­
ного н ап р яж ен и я : 3  — аттен ю атор : 4  — и сточн и к  п и тан и я ; 5  — м и к р о ­

схема

Черт. IS

Перед проведением измерения испытуемую микросхему предварительно балансируют в соответ­
ствии с условиями, указанными в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных 
типов. Измерения проводят в режиме малого сигнала.

Генератором /  на измерителе 2  устанавливают значение Uauxt, равное требуемому значению 
выходного напряжения Uuux. Регулируя затухание аттенюатора, устанавливают на измерителе 6 то же 
значение выходного напряжения U ^. Коэффициент усиления напряжения испытуемой микросхемы 
Кkl, равен коэффициенту d затухания аттенюатора.
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М е т о д ы  6500—6504. (Измененная редакция, Изм. №  2).
М е т о д ы  6505, 6506. (Исключены, Изм. №  2).
М е т о д  6 5 2 0 .  Измерение коэффициента усиления тока (ЛГу1).
Для измерения используют значения К ( и R л , измеренные выбранными для данной микро­

схемы методами (методы 6500— 6504 и 75(Ю—7501).
Коэффицие1гт усиления гока определяют по формуле

I- /пи» L ьи, Лц _ ,,

где — здесь и далее активная составляющая результирующей нагрузки микросхемы.
М е т о д  65 3 0 .  Измерение коэффициента усиления мощности (К>р).
Для измерения К>р используют значения и /?т , измеренные выбранными для данной микро­

схемы методами (методы 6500—6504 и 7500—7501).
Коэффициент усиления мощности определяют по формуле

р »ых Ь'йих  • R tx

М е т о д  65 4 0 .  Измерение коэффициента усиления синфазных входных напряжений А
По данному методу измеряется К> о, микросхем с низким и средним полными входными сопро­

тивлениями.
Большие значения AT сф измеряют согласно структурной схеме, приведенной на черт. 19. а малые 

значения К ф — по структурной схеме, приведенной на черт. 20.
Измерение проводят в режиме х«алого сигнала. Частота генератора}\. переменное выходное напря­

жение Uiuy, сопротивление нагрузки Ru должны соответствовать требованиям стандартов или техни­
ческих условий на микросхемы конкретных типов. Сопротивление Rt резистора определяют из соотно­
шения /?, £ /?ю/100. Оно должно быть равно характеристическому сопротивлению аттенюатора. Испыту­
емую микросхему (при необходимости) балансируют в соответствии с условиями, указанными в 
стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов. Регулируя напряжение генера­
тора /  на измерителе 2  устанавливают напряжение U t , равное выходному напряжению микросхемы 
£/цх, указанному в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов. Регулируя 
затухание аттенюатора J, устанавливают на измерителе 6 требуемое значение выходного напряжения

/  — ген ератор  перем ен н ого  н ап р яж ен и и ; 2. 6  — и з ­
м еритель  п ерем ен н ого  ианриж еини; 3  — ат тен ю а­

тор; 4  — источн и к  п и тан и я : 5  — м икросхем а

/  — ген ератор  п ерем ен н ого  нап ряж ен и я: 
2 . 3  — аттен ю аторы ; 4 — и ст о ч н и к  п и тан и я : 
5  — м и кросхем а: 6 — и н д и катор  нуля:

7  — изм еритель  п ер е м е н н о ю  н ап ряж ен и я
Черт. 19

Черт. 20
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Коэффициент усиления синфазного входного напряжения Аусф равен значению затухания d 
аттенюатора.

При измерении малых значений А>уф (черт. 20) испытуемую микросхему (при необходимости) 
балансируют в соответствии с условиями, указанными в стандартах или технических условиях на 
микросхемы конкрешых типов. На аттенюаторы 2 и J устанавливают максимальное значение затухания 
</,. Регулируя напряжение генератора /  на из.мертеле 7устанавливают требуемое значение выходного 
переменного напряжения Затем устанавливают такое значение затухания d , аттенюатора J, при 
котором индикатор нуля 6 показывает минимальное значение.

Коэффициент усиления синфазного входного напряжения А> £ф определяют по формуле

Ку.с<\, или Аусф —d 2 ~ d \ t

гДе </’ и d | — выражены в децибелах, если необходимо получить значение Ау̂ ф в децибе­
лах.

М е т о д  6550 .  Измерение коэффициента ослабления синфазных входных напряжений (Кк ^ . 
Для измерения Ах используют значения KyV и Ау измеренные методами 6501—6504 и 6540. 
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений определяют по формуле

О С .О ф

‘VU
> с ф

или К ^ х+ *К уи-  Аусф?

где ; Ау0, А)лф — выражены в децибелах, если необходимо получить значение коэффициен­
та А̂  в децибелах.

М е т о д  6 5 5 1. Измерение коэффициента ослабления синфазных входных напряжений (А,/сф) 
с автоматической базансировкой испытываемой микросхемы.

Измерение Ак ,ф производят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 23.

Основные элементы, входяшие в структурную 
схему, должны удовлетворять требованиям, указанным 
в методе 1581.

На вход микросхемы подают сигнал положитель­
ной полярности (Уф их, указанный в стандартах или 
технических условиях на микросхемы конкретных ти­
пов. и регистрируют показание измерителя постоян­

ного напряжения и[ - Переключатель ВI переводят в
положение 2, подают сигнал отрицательной полярнос­
ти равный по абсолютному значению сигналу 
положительной полярности. Регистрируют показание

I  — и сточн и к  п осто ян н о го  н ап ряж ен и я; 2 — ген ер а ­
тор перем ен н ого  н ап р яж ен и я : 3  — итмермтслк п о сто ­
я н н о ю  н ап ряж ен и я: 4  — и ш с р н т с д ь  п ерем енного  н а ­
п р яж ен и я . 5 — и ст о ч н и к  п и т а н и я : 6  — м икросхем а: 

7 — ясном  o ra l е л ь н и к  усилитель

измерителя постоянного напряжения (/".
Коэффициент ослабления синфазных входных 

напряжений на постоянном токе определяют по фор­
муле

А 3*4
О С .е ф  -  £

^ с ф  их

U t-u'i '

Черт. 23
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При измерении на переменном токе переключатель 61 переводят в положение 3. а переключатель 
62 — в положение 2. На вход микросхемы подают синусоидальный сигнал U и регистрируют

показание измерителя переменного напряжения ц 2.
Коэффициент ослабления синфазного сигнала на переменном токе определяют по формуле

К00 «ф “ я2и 2

М е т о д  65 6 0 .  Измерение коэффициента нелинейности амплитудной характеристики (К ч). 
Для измерения Ких ч используют структурную схему, выбранную для измерения коэффициента 

усиления напряжения (методы 6500—6504).
На вход микросхемы подают синусоидальный (импульсный) сигнал напряжением Uuvmin, а 

затем Оиут1Л, указанные в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов, и 
измеряют соответственно УМЛж1п и Uuuxmm. Затем Uuxaax уменьшают, а напряжение ^ ^ у в е л и ч и в а ­
ют на одно и то же значение, указанное в стандартах или технических условиях на микросхемы

конкретных типов, и определяют соответственно u tux пид и UhUX mln ■ Измерение проводят на заданной 
частоте. Коэффициент нелинейности амплитудной характеристики определяют по формуле

• “̂ИЛ.А —
(^■ ux.m ln ^  uu i.m ln  }  l^ s u x .m a x  aux.mux |

1“ ^
m»x “ ̂ nux.mln | Air

- г :.— w ;-}

М е т о д  65 7 0 .  Измерение коэффициента прямоугольное™ (А'н).
Для измерения Ка определяют полосу пропускания Д Г ( метод 4500) по уровню 0,01 Uuu% — ДС0Ш 

или по уровню 0.001 1/шл — А/1ИЮ1 т. е. разность между значениями частот, на которых выходное 
напряжение уменьшается в 100 или 1000 раз относительно выходного напряжения на частоте, указан­
ной в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов. Коэффициент прямоу- 
гольностн определяют по формуле

*„0.01(0.001,

М е т о д  6 5 8 0 .  Измерение коэффициента деления (Кжя г) и умножения частоты (А 4Ш,).
Структурная схема для измерения Кусх ( и А>мн, приведена на черт. 24.

Измеряют значения частоты входного^ и выход­
н о го /^  сигналов. Коэффициент деления частоты опре­
деляют по формуле

КJC.lf

Коэффициент умножения частоты определяют по 
формуле

-  /и  
л  ум Ilf f

/e x

/  — ген ератор  си гн ал ов : 2  — м и кросхем а: /  — ис 
том иик  п и та н и я : V — изм еритель  частоты

Черт. 24

М е т о д  6 590 .  Измерение коэффициента влияния нестабильности источников питания на 
входной ток (АМЙ„).

Для измерения А ., . .  дважды измеряют входной ток (методы 2500. 2501). Первое измерение
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входного тока / ах проводят при повышенном напряжении одного из источников питания на значение 
Д£. указанное в стандартах иди технических условиях на микросхемы конкретных типов. Второе изме­

рение входного тока / ”х проводят при пониженном напряжении того же источника питания на значе­
ние Л£. Коэффициент влияния нестабильности источников питания на входной ток определяют по 
формуле

М е т о д  66  00 . Измерение коэффициента влияния нестабильности источника питания на 

разность входных токов

Для определения А\,, и п дважды измеряют разность входных токов (методы 2500. 2501). Первое

измерение разности входных токов д /^  проводят при повышенном напряжении одного из источни­
ков питания на значение Д£, указанное в стандартах или технических условиях на микросхемы конк­
ретных типов.

Второе измерение разности входных токов д /^  проводят при пониженном напряжении того же 
источника питания на значение Д£. Коэффициент влияния нестабильности источников питания на 
разность входных токов определяют по формуле

М е т о д  6 6 1 0 .  Измерение коэффициента влияния нестабильности источников питания 
(К......) на э. д. с. смешения ( £  J  и напряжения смешения нуля ( U \ .AMI Л СМ' см

Измерение /Смип микросхем с двумя входами п|юводятсогласно структурной схеме, приведен­
ной на черт. 4, а микросхем с одним входом — согласно структурной схеме, приведенной на черт. 4а. 
Основные элементы, входящие в структурные схемы, должны удоатетворять требованиям, указанным 
в методе 1580.

Испытуемую микросхему балансируют (метод 1580) и измеряют значение £, измерителем 2.

Увеличивают напряжение одного из источников питания, то есть £* при £ j = const, по абсолютному 
значению на Д£, указанному в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных 

типов. После балансировки микросхемы измеряют значение £•" измерителем 2. Затем уменьшают на­

пряжение £ 2* по абсолютному значению на Д£  и после балансировки микросхемы измеряют значение 

£ ( измерителем 2.

Коэффициент влияния нестабильности источника питания £*,„ „ на £ и и Ucu определяют по 
формуле

2д Е

К’ + к  
2

где К '= К - 1 ^ - :
a t
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Тем же методом определяют коэффициент А " п р и  изменении £ j  и при Е\ =  const.
М е т о д  6 6 1 1 .  Измерение коэффициента влияния нестабильности источников питания 

(*•..«»),,а э- д- с- смещения и на напряжение смещения нуля ((/„) с автоматической балансировкой 
испытуемой микросхемы с помощью вспомогательного усилителя.

Измерение нп проводят согласно структурной схеме. приведенной на черт. 5. Основные эле­
менты. входящие в структурную схему, должны удоизетворять требованиям, указанным в методе 
1581.

Для измерения коэффициента влияния нестабильности А'ц1 ип на £ .м переключатели В1 и В2 
замыкают, для измерения коэффициента нестабильности Aas||ii на 0си — размыкают.

Увеличивают напряжение одного из источников питания, то есть £* при £ ' = const, по абсо­
лютному значению на ДЕ, указанному в стандартах или технических условиях на микросхемы 

конкретных типов. Измеряют значение U\ измерителем 1. Уменьшают напряжение £,‘ по абсолютному 

значению на Д£и измеряют значение £/" измерителем /.

Коэффициент влияния нестабильности источника питания К'ил „ „ на £ .м и U.u определяют по 
формуле

мип /?, + R.
у \ - у " х

2Д Е

Тем же методом определяют и п на £ и и UlM при изменении £* на д £ и  при £* = const. 
М е т о д ы  6590—6611. (Измененная редакция, Игм. №  2).
М е т о  д 6612. (Исключен, Изм. №  2).
М е т о д  66 2  0. Измерение относительного динамического диапазона по напряжению (Д6' 1..ЖИ.'.М II
Для вычисления Д(/дицх1П) используют значения максимального выходного напряжения ИШХ1ШХ 

(метод 1620 или 1621) и минимального выходного напряжения Uauxmln (метод 1630 или 1631). 
Относительный динамический диапазон по напряжению определяют в децибелах по формуле

AU = 201gf/‘‘uvtnjv“ ‘■'лим.оти “ л и , В . .
С 'вы х.тШ

М е т о д  66 3 0 .  Измерение относительного динамического диапазона по мощности (Д /*ииМ1Ш). 
Для вычисления Л /\м1ои1 используют значения максимальной выходной мощности (ме­

тод 3530) и минимальной выходной мощности Р,мхМп- Относительный динамический диапазон по 
напряжению определяют в децибелах по формуле

Д/> iQlg Лшхлп»л_
“ '«■.ОШ 6 р

'a u x .m in

М е т о д  6 6 4 0 .  Измерение относительного диапазона АРУ по напряжению (ДUApy о1н).

Для измерения л1/АПти определяют два значения коэффициента усиления напряжения AvU и

AyU (методы 6500—6504), соответствующие двум значениям входного напряжения и ’их и ука­
занным в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов.

Относительный диапазон АРУ по напряжению определяют по (формуле
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Л  ̂  А Р У .о т  =

где A'y,j — наибольшее значение коэффициента усиления напряжения:

K ,L — наименьшее значение коэффициента усиления напряжения.
М е т о д  6 6 5 0 .  Измерение относительного диапазона АРУ по току (д/д|>у 11().

Для измерения Д/АРУо1н определяют значения коэффициентов усиления тока Ау, и (метод

6520). соответствующие двум значениям входного напряжения и'п  и . указанным в стандартах 
или технических условиях на микросхемы конкретных типов.

Относительный диапазон АРУ по току определяют по формуле

Л /

где Ау1 — наибольшее значение коэффициента усиления тока;

Ку1 — наименьшее значение коэффициента усиления тока.
М е т о д  6 6 6 0 .  И змерение относительного диапазона АРУ по мощности (ДЯдру ош).

Для измерения АРЛРУл1и определяют два значения коэффициента усиления мощности КуР и

КуР (метод 6530). соответствующие двум значениям входного напряжения Uux и u"ax, указанным в 
стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов.

Относительный диапазон АРУ по мощности определяют по формуле

..... . k »

где АуР — наибольшее значение коэффициента усиления мощности;

А,Р — наименьшее значение коэффициента усиления мощности.
М е т о д  66  70.  Измерение коэффициента гармоник (А) для микросхем с одним входом.
Измерение К( проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 1.
Плавно увеличивают напряжение входного синусоидального сигнала и измеряют напряжение 

выходного сигнала, устанавливая его равным значению, указанному в стандартах или технических 
условиях на микросхемы конкретных типов.

Переключатель ВЗ переводят в положение 2 и измеряют коэффициент гармоник выходного 
сигнала.

М е т о д  66  71.  Измерение коэффициента гармоник (Kt) для микросхем с двумя входами.
Измерение проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 7а. Основные элемен­

ты. входящие в структурную схему, должны удовлетворять требованиям, указанным в методе 1651.
При испытаниях микросхем с двумя выходами положение переключателей показано на черт. 7а. а 

для микросхем с одним выходом переключатель А?устанавливают в положение 2.
Балансируют микросхему (метод 1580) с точностью, указанной в стандартах или технических 

условиях на микросхемы конкретных типов.
Переключатель В4 переводят в положение 2, плавно увеличивают напряжение входного синусои­

дального сигнала и измеряют напряжение выходного сигнала, устанавливая его равным значению.
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указанному в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов.
После этого переключатель В4 переводят в положение 3 и измеряют коэффициент гармоник 

выходного сигнала.
М е т о д  6680 .  Измерение коэффициента нестабильности по напряжению (А^ц).
Измерение Ан , проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 26.

Измеряют выходное напряжение и'иих при входном напряжении и ъ%, указанном в стандартах 
или технических условиях на микросхемы конкретных типов.

Изменяют входное напряжение до значения у ” . указанного в стандартах или технических усло­

виях на микросхемы конкретных типов, и измеряют выходное напряжение и \их ■ Коэффициент неста­
бильности по напряжению определяют по формуле

кие.О
>•</»>

М е т о д  66 8 1 .  Измерение коэффициента нестабильности по напряжению (А^ и).
Измерение AHt, проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 26.

Измеряют выходной ток / ujj при входном напряжении иа , указанном в стандартах или 
технических условиях на микросхемы конкретных типов.

Выходной ток определяют по методу 2520 или измеряют изме­
рителем тока, включаемым в выходную цепь микросхемы.

Изменяют входное напряжение до значения и ‘а%, указанного 
в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных 

типов, и измеряют выходной ток /^ ,х .
Коэффициент нестабильности по напряжению определяют по 

формуле

1ис.О ( L u . - K u J -У и
(0 1 - и * ) - / ' ,

М е т о д  6690.  Измерение коэффициента нестабильности по 
току (AHt,).

I — и сточни к  п и тан и и ; 2  — м и кро  
схем а; 3  — и зм ери тел ь  н ап р яж ен и я

Черт. 26

Измерение A)it, проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 26.

Измеряют выходное напряжение Uxu% при выходном токе JkUX, указанном в стандартах или
технических условиях на микросхемы конкретных типов.

Выходной ток определяют по методу 2520 или измеряют измерителем тока, включаемым в

выходную пепь микросхемы. Изменяют выходной ток до значения /лих, указанного в стандартах или

технических условиях на микросхемы конкретных типов, и измеряют выходное напряжение и ”их. 
Коэффициент нестабильности по току определяют по формуле

Awt.i - (0.мг-0.мг)/я. 
(Ли*Х “

М е т о д  6 6 9  1. Измерение коэффициента нестабильности по току (А^.,). 
Измерение Анс| проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 26.



С. 30 ГОСТ 19799-74

Измеряют ныхолной ток / ци1 по методу 2520 или измерителем тока, включаемым в выходную

цепь микросхемы, при сопротивлении резистора нагрузки д‘а , указанному в стандартах или техничес­
ких условиях на микросхемы конкретных типов.

Изменяют сопротивление резистора нагрузки до значения , указанного в стандартах или

технических условиях на микросхемы конкретных типов, и измеряют выходной ток ] 1к1х. 
Коэффициент нестабильности по току определяют по формуле

f  _ ( îux ~ Лшх)‘л  | ---------к-------1-------1------
< * . . - * » > / , ы* '

Методы 6630—6691. (Измененная редакция, Изм. №  2).
М е т о д  6 7 0  0. Измерение коэффициента пульсаций (tfu).
Для измерения Км измеряют амплитудное значение напряжения пульсаций U. и постоянную 

составляющую напряжения V. Коэффициент пульсаций определяют по формуле

К пл
и .=__
и  '

М е т о д  67 1 0 .  Измерение коэффициента сглаживания пульсаций (А^).
Измерение АГ.( проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 26.
Измеряют амплитудные значения пульсаций входного и выходного Uuu% напряжений. Коэф­

фициент сглаживания пульсаций определяют по формуле

М е т о д  67 2 0 .  Измерение коэффициента ослабления усиления на нижней (верхней) гранич­
ной частоте (АТ и АТ ).

'  О С.И  O C .l l '

Для измерения К и определяют коэффициент усиления напряжения Af. (методы
СС ,М O l.l l  V w

6500-6504).
На вход микросхемы подают сигнал 6’м. напряжение и частота которого устанавливаются в 

стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов.
Затем, не изменяя значения напряжения входного сигнала Uux, устанавливают частоту, равную 

нижней (верхней) граничной частоте, указанной в стандартах или технических условиях на микросхе­
мы конкретных типов, и определяют коэффициент усиления (АГуШ).

Значение нижней (верхней) граничной частоты указывается в стандартах или технических усло­
виях на микросхемы конкретных типов.

Коэффициент ослабления усиления на нижней (верхней) граничной частоте в децибелах опреде­
ляют по формулам

A vU

М е т о д  6 7 3 0 .  Измерение коэффициента неравномерности АЧХ (Кщ АЧХ).
Для измерения Кн Д1|Х используют структу рную схему, выбранную для измерения коэффициен­

та усиления напряжения данной микросхемы (методы 6500—6504). На вход микросхемы подают сипу-
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соидалышй сигнал напряжением и частотой, указанными d стандартах или технических условиях на 
микросхемы конкретных типов.

Плавно изменяют частоту водного сигнала в заданном диапазоне частот, и поддерживая его 
напряжение постоянным, измеряют напряжение выходного сигнала. При этом регистрируют наиболь­

шее и'иих и наименьшее и"лих значения выходного напряжения.
Коэффициент неравномерности АЧХ в децибелах определяют по формуле

и \их
* ирлчх "  20lg

М е т о д  6 740. Измерение коэффициента ограничения выходного напряжения (А^р). 
Измерение К^р п|юводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 9.
Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять требованиям, ука­

занным в методе 1690.
На микросхему подают входной сигнал с параметрами (в том числе с напряжением Um), указан­

ными в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов, при этом измеряют

выходное напряжение V ■ Увеличивают напряжение входного си тала  до значения и  вх . указанного 
в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов, при этом измеряют выход­

ное напряжение и"ии% . Коэффициент ограничения выходного напряжения определяют по формуле

l Ofp
- U

- U и

М е т о д  67 5 0 .  Измерение дифференциального коэффициента усиления (К  а).
Измерение К\ проводят согласно структурной схеме, выбранной дтя определения К . данной 

микросхемы (методы 6500—6504). Измеряют выходное напряжение при двух значениях входного на­

пряжения и  BV и U =  1 , 1  U ’ях ,  указанных в стандартах или технических условиях на микросхе­
мы конкретных типов.

Дифференциальный коэффициент усиления определяют по формуле

0,14/

п  г И I
где Uuu>. и £/ви» — выходные напряжения, измеренные при входных напряжениях £/вх и ц их 
соответственно.

М е т о д  6 760.  Измерение коэффициента деления напряжения 1().
Структурная схема для измерения KieaV приведена на черт. 27.
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Устанавливают входное напряжение £ю, указанное в стандартах или технических условиях на 
микросхемы конкретных типов, и измеряют выходное напряжение £вил на каждом выходе микросхе­
мы (В / — в положениях 2; 3 . . .  и).

Коэффициент деления напряжения для каждого выхода микросхемы определяют как отношение 
Ет к Еиих на каждом выходе микросхемы.

Методы 6720—6760. (Измененная редакция, Изм. №  2).
М е т о д  6 7 7 0 .  Измерение нестабильности частоты (6S1)
Измерение 6SI от температуры, напряжения питания и т. д. проводят согласно структурной схеме, 

показанной на черт. 17.
Проводят два измерения значения частоты / '  и / ” при двух значениях режима (интервала 

температур, напряжения питания и т. д.). Нестабильность частоты определяют по формуле

5si - Г - Г
г  ■

М е т о д  6 7 8 0. Измерение нестабильности фазового сдвига (5So ).
Измерение oS(> от температуры, напряжения питания и т. д. проводят согласно структу рной схеме, 

приведенной на черт. 28.
Проводят два измерения значения фазового сдвига <р*и ^"(ме­

тод 8520) при двух значениях режима (интервала температур, напря­
жения питания нт.д.).

Нестабильность фазового сдвига определяют по формуле

.ф -Ф 
ф'

/  — и т е р а т о р  си гн ал о в ; 2  — и ст о ч ­
н и к  ш п а н к и ; 3  — м и кросхем а, 

4  —  изм еритель  ф азы

Черт. 28

М е т о д  6 7 9 0. Измерение нелинейности фазового сдвига

Измерение 5lw проводят согласно структурной схеме, приведен­
ной на черт. 28.

Проводят два измерения значения фазового сдвига ц>, и <р, (метод 8520) при двух значениях 
частоты входного сигнала)\ и / у  указанных в стандартах или технических условиях на микросхемы 
конкретных типов.

Нелинейность фазового сдвига в процентах определяют по формуле

I- Фа. А
ф| 77 100

(Измененная редакция, Изм. №  2).

8. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ,
ИМЕЮЩИХ РАЗМЕРНОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ (класс 7000)

М е т о д  7 500.  Измерение входного сопротивления (Я ) для микросхем с одним входом. 
Измерение Ям проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 29. если испытуемая 

микросхема удовлетворяет условию

x L  « /? ; ,  -

где Хт — реактивная составляющая входного сопротивления микросхемы.
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Измерение проводят в режиме малого сигнала при частоте, соответствующей указанной в стан­
дартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов.

Сопротивления /?, и R, резисторов должны удов­
летворять условиям:

<**.«-*•

Предельное отклонение значения сопротивления 
Я, резистора от установленного значения при заданной 
частоте должно быть в пределах ± I %.

Испытуемую микросхему (при необходимости) 
перед измерением балансируют о соответствии с усло­
виями. указанными в стандартах или технических ус­
ловиях на микросхемы конкретных типов. Регулируют 
напряжение генератора / или затухание аттенюатора 2 
при замкнутом переключателе В! до момента получения выходного напряжения Ь'шк, указанного в 
стандартах или технических условиях па микросхемы конкретных типов. При разомкнутом переключа­
теле В1 увеличивают коэффициент затухания аттенюатора на 6 дБ и устанавливают такое значение 
сопротивления R, резистора, при котором получают выходное напряжение, равное ишх. Входное со­

противление Ruk испытуемой микросхемы будет равно сопротивлению ц'2 резистора.
М е т о д  7 5 0 1 .  Измерение входного сопротивления (Rt%) для микросхем с двумя входами.
Измерение RM проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 30. если испытуемая 

микросхема удовлетворяет условию

I  — генератор перем енного  н ап р яж ении : 2  — а тте н ю ­
а то р : 3  — ИСТОЧНИК п и та н и я ; 4  — м икро схем а :
5  — и зм еритель перем енного  н ап р яж ении : R 2  — э та ­

ло н н ы й  р егулир уем ы й рстисто р

Черт. 29

XL « * L

где Хт — реактивная составляющая входного сопротивления микросхемы. Элементы схемы должны 
удовлетворять требованиям, указанным в методе 7500.

8 М

/  — генератор перем енного  н ап р яж ении : 2  — атте 
н ю аго р : 3  — и сто ч н и к  п и т а н и я : 4  — м икро схем а ;
S  — изм еритель перем енного  н ап р яж е н и я . R 2  — э та ­

ло н н ы й  р егулир уем ы й рстисто р

Черт. 30

Измерение проводят по методу 7500 в режиме малого сигнала при частоте, соответствующей 
указанной в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов.

М е т о д ы  7500, 7501. (Измененная редакция, Изм. №  2).
М е т о д ы  7502, 7503. (Исключены, Изм. №  2).
М е т о д  7510 .  Измерение выходного сопротивления Лиих для микросхем с одним входом. 
Измерение Ruux проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 31, если микросхема 

удовлетворяет условию

X 2 « R2 ,uux 'Ч и х  ’

где Хиих — реактивная составляющая выходного сопротивления микросхемы.
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ж е н и в ; 2  — и с то ч н и к  п и тан и я : 
3  — м и к р о схе м а ; V — итм еритель 

п е р е м е н н о го  н а п р я ж е н и я ; — 
этало н н ы й  р егулир уем ы й резистор

Черт. 31

Измерение проводят в режиме малого сигнала при частоте, соответ­
ствующей указанной в стандартах или технических условиях на мик­
росхемы конкретных типов. Цепь обратной связи испытуемой микро­
схемы должна быть разомкнутой. Сопротивление Rn резистора должно 
удовлетворять условию

ьиг.твл*
Для проведения измерения регулируют напряжение генератора / 

и устанавливают на выходе микросхемы напряжение Utua, указанное 
в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных 
типов. Регулируя сопротивление Ru, устанавливают такое его значение

/?;,, при котором и аи% =  0,5 С\их. При этом необходимо соблюдать, 
чтобы испытуемая микросхема не была перегружена.

Raux определяют по формуле

O.SRu -  Ru ‘

(Измененная редакция, Изм. №  2).
М е т о д ы  7 5 1 1 ,  7 5 1 2 .  (Исключены, Изм. № 2).
М е т о д  7 5 2 0. Измерение входного сопротивления при синфазных входных напряжениях 

( Л ^ .)  для микросхем с одним выходом.
Измерение Rmop проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 32.
Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять следующим требо­

ваниям
Хс й 0,01/?,; Я, = /?,; Я, -  (2 -5 )Л  х.

На вход микросхемы подают синусоидальный сигнал и измерителем переменного напряжения 

измеряют напряжение на выходе микросхемы и 'ших ■ Затем переключатель В1 размыкают и снова изме­

ряют напряжение на выходе u "tux.

/ — генератор с и гн а л о в ; 2  —  и с то ч н и к  п п га н и п : 
3  — м и кр о схе м а . 4 — изм еритель П ерем енного н а ­

п р яж ен и я

/ — генератор  си гн а л о в ; 2  — изм еритель пер ем ен­
ного  н а п р я ж е н и я ; 3  — м и кр о схе м а . 4  — и сто ч н и к  п и т а ­

н и и ; S  — всп о м о гательны й  уси ли тель

Черт. 32 Черт. 33
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Входное сопротивление при синфазных входных напряжениях определяют по формуле

-с ф :
Л.

I’ BUX |

М е т о д  7 5 21.  Измерение входного сопротивления при синфазных входных напряжениях 
(Я. .) для микросхем с двумя выходами с автоматической балансировкой микросхемы.

Измерение ,ф проводят согласно структу рной схеме, приведенной на черт. 33.
Основные элементы, входящие в структурную схему, должны удовлетворять следующим требо­

ваниям
ATCj £0,01 Л,; Rf =  Rr (2 -5 )R m; R. = Ry

Параметры вспомогательного усилителя определяют в зависимости от параметров испытуемой 
микросхемы.

На вход микросхемы подают синусоидальный сигнал и измерителем переменного напряжения 

измеряют напряжение £/'aui на выходе вспомогательного усилителя. Затем переключатель В! размыка­

ют и измеряют напряжение u "lul. Входное сопротиатение при синфазных входных напряжениях опре­
деляют по формуле

К х.сф
Ri

' ш х  _  |

Метод 7530. (Исключен, Изм. №  5).

9. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ,
ИМЕЮЩИХ ПРОЧИЕ РАЗМЕРНОСТИ (класс 8000)

М е т о д  8 5 0 0 . Измерение скорости нарастания выходного напряжения ( P,J(1UI) для микросхем 
с одним входом.

Измерение Р^ииж проводят согласно структу рной схеме, приведенной на черт. 9.
Основные элементы, входящие в стру ктурну ю схему, должны удовлетворять требованиям, ука­

занным в методе 1690.
На вход микросхемы подают импульс прямоугольной формы с параметрами, указанными в 

стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов. Измерителем временных ин­
тервалов измеряют интервал времени т, за который выходное напряжение изменяется от момента 
первого достижения уровня 0,1 до момента первого достижения уровня 0.9 установившегося значения. 
Измеряют амплитуду выходного импульса Ап. Скорость нарастания выходного напряжения определяют 
по формуле

KLaux i ■

М е т о д  8 5 0  1. Измерение максимальной скорости изменения выходного напряжения ( Гипш) 
для микросхем с двумя входами.

Время нарастания (/1ыр) выходного напряжения микросхемы измеряют по методу 5511. Устано­
вившееся значение выходного напряжения (£/Ш4) измеряют после воздействия на микросхему входно­
го импульса.

Максимальную скорость изменения выходного напряжения УЬп1Х определяют по формуле

^ и . и х - 0 3 ^ .
*н«р
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М е т о д  8 5 10. Измерение крутизны преобразования (5П А  
И змерение 5 ^  проводят согласно структурной схеме, приведенной на черт. 34.

На входы микросхемы подают сигналы с параметрами, в 
том числе напряжение 1/ас и 1/ш , указанными в стандартах или 
технических условиях на микросхемы конкретных типов. Изме­
няя частоту входного сигнала Uax_L или Utxi, устанавливают мак­
симальное напряжение промежуточной частоты на выходе мик­
росхемы Uauxn4. Крутизну преобразования определяют по фор­
муле

О _  чих.п ч 
,,рЙ

I  — le n e p a io p  с и гн а л а ; 2  — и зм ср и ю ль 
перем енного н ап р яж е н и и ; J  — и сто ч н и к  
■ икания: 4  — м и к р о схе м а : 5  — генератор 
с и гн а л а  ге тер о д и н а ; 6  — изм еритель пе­
р ем енн ою  нап р яж ения

Черт. 34

где Rt< — эквивалентное сопротивление нагрузки.
М е т о д ы 8500. 8501, 8510. (Измененная редакция, Изм.

№ 2).
М е т о д  8 5 2  0. Измерение фазового сдвига (ф). 
Измерение ф проводят согласно структурной схеме, приве­

денной на черт. 28.

Фазовый сдвиг измеряют измерителем фазы, включенным между входом и выходом микросхе-

М е т о д  8530 . Измерение температурных коэффициентов э. д. с. смещения (a0i ), напряжения 
смещения нуля (а ), входных токов (а . ,а„. ). среднего входного тока (« . ), разности
входных токов (<xAU ). фазового сдвига (а^).

Для измерения ,a et, . ae/ ,а вд/ . ot^ при двух значениях температуры, ука­
занных в стандартах и те“хничёских уеловиях на Микросхемы конкретных типов, измеряют э. д. с.

смещения £ ’м, напряжение смешения нуля u tu, (методы 1580, 1581), входной ток

/1хь /« I. / 1,2. / 1x2, средний входной ток / м ср, /Ц.Ср , разность входных токов Д/^, д / :  (методы
2500, 2501), фазовые сдвиги ф', ф "(метод 8520), предварительно выдерживая микросхему при задан­
ных температурах в течение времени, указанного в стандартах или технических условиях на микросхе­
мы конкретных типов.

Температурный коэффициент э. д. с. смешения, напряжения смещения нуля, входных токов, 
среднего входного тока, разности входных токов и фазового сдвига определяют по формулам

Т Г ------ д7

„  _  /их! -  /цх! .
“ Дт а е /.,, = / li. 2 * / ,_ Ji.>:

д т

_ Д/„V ~ ^1И, .
и в д / м  -  д /

a — л7 *

где ДГ= 7\— 7\ — разность значений температур, при которых проводились измерения. 
В формулы подставляют алгебраические значения параметров.
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М е т о д  8540.  Измерение коэффициенте!) посменной нестабильности э. д. с. смешения (at, ). 
напряжения смешения нуля (at. ), входных токов (at, . at. ), среднего входного тока (аг. ),

LCM faxl ча.ср
разности входных токо» (а/д/ ). фазового сдвига (a i j .

Для измерения at. , at., . at. , at. , at, , a tK. и a t , после достижения установившегося 
значения параметров, измеряют: £<ы, (по методам 1580, 1581), /м1, /ю2, /юср, Л/ах (по методам 
2500, 2501), ф (по методу 8520). Затем в соответствии с требованиями стандартов и технических 
условий на микросхемы конкретных типов периодически повторяют измерения этих параметров, ре­
гистрируя их значения и получая зависимости:

*«, и *  “ Л О ; = /(/) ;  1аХ2 = /(/) ;

С сР = Л 0 ; д /м = /( /) ;  ф = /(/) .
Коэффициенты временной нестабильности определяют по формулам:

цмл ~ ^CM.mln . _ 1/сы in t \ ~ ^ c w  min
£ c u  3 7  '  " t u  Л/ ’

Л л  i mix ~  | imn
---- ST- 5---- ; a/'«u =----2----—

_  7».4.<p.max ^ux.cp.m ift m »\ ~  A / BX.mln
“ ''.x -------------~!-----------’ ~----------37---------

_  Ф тих ~  9 m  in
------- 37-------

где индексом max обозначено максимальное значение параметра, а индексом min минимальное; At — 
время между отсчетами максимального и минимального значений измеряемого параметра.

М е т о д ы  8 5 30, 8 54 0. (Измененная редакция, Изм. № 2).

10. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК (класс 9000)

М е т о д  9 50 0. Определение амплитудной характеристики 1/шк = f(U uy).
Ятя построения амплитудной характеристики используют схему, выбранную для измерения ко­

эффициента усиления данной микросхемы (методы 6500—6504), а также значения (методы
1510 и 1511).

Измеряют выходное напряжение при десяти значениях напряжения входного сигнала t/uv, кото­
рое изменяют равными ступенями по 0,15 в пределах от 0,15 до 1.5 6'tonux. По результатам 
измерений строят график зависимости Uuu% -  / ( t /B4).

М е т о д  9 5 I 0. Определение амплитудно-частотных характеристик (XyL) = ф,(/")) или
Ч и , %<Л-

Для построения амплитудно-частолсых характеристик используют схему и метод, выбранные для 
измерения коэффициента усиления данной микросхемы (метод 6500—6504).

Измеряют коэффициент усиления или £/ацх при 1/ю = const при десяти значениях частоты вход­
ного сигнала в диапазоне от до / 10, значения которых указывают в стандартах или технических 
условиях на микросхемы конкретных типов, и по результатам строят графики зависимости или 
Uuu: = ф,(/ ) при U„4 = const с логарифмическим (линейным) масштабом по оси частот и линейным 
(логарифмическим) масштабом по оси X>t или UauV

М е т о д  95 20. Определение нагрузочной характеристики Uuu% = /(Л,)-
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Для построения нагрузочной характеристики используют схему, выбранную для определения 
коэффициента усиления данной микросхемы (методы 6500—6504).

Измеряют выходное напряжение при различных сопротивлениях нагрузки, значения и количе­
ства которых указывают в стандартах или технических условиях на микросхемы конкретных типов 
(значение напряжения на входе должно быть постоянным).

По результатам измерений строят график зависимости

Ки> =/<*„>•
М е т о д  95 30. Определение фаза-частотной характеристики <р = ф (/).
Для построения фаза-частотной характеристики измеряют фазовый сдвиг (метод 8520) при 

Uat = const и при значениях частоты входного сигнала, указанных в стандартах или технических 
условиях на микросхемы конкретных типов, и по результатам строят график зависимости Ф = ф  (/) с 
логарифмическим (линейным) масштабом по оси частот/и линейным (логарифмическим) масштабом 
по оси фазового сдвига ф.

Методы 9500. 9510, 9520, 9530. (Измененная редакция, Изм. № 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ /. (Исключено, Изм. №  6).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ НУМЕРАЦИИ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ

Методы измерения электрических параметров и определения характеристик обозначаются четырехзнач­
ным числом но принятой в настоящем стандарте системе:

первая цифра (от I до 9) обозначает класс параметров, имеющих одинаковую размерность в следующем 
порядке:

1000 — параметры с размерностью напряжения;
2000 — параметры с  размерностью тока:
3000 — параметры с размерностью мощности;
4000 — параметры с размерностью частоты;
5000 — параметры с размерностью времени;
6000 — относительные иарах<стры;
7000 — параметры с размерностями сопротивления и емкости;
8000 — параметры с прочими размерностями;
9000 — определение характеристик;

вторая и третья цифры обозначают номер параметров в пределах одного класса (от 50 до 79); 
четвертая цифра обозначает номер метода измерения одного параметра (от 0 до 9).
Мри включении в стандарт методов измерения новых параметров они будут обозначаться последующи­

ми порядковыми номерами в пределах последней (четвертой) цифры.
Пример расшифровки нумерации метода 2531 измерения максимального выходного тока:

2 5 3 I

— Номер класса, к которому относится параметр по размерности (ток);

Порядковый номер метода измерения параметра (максимального выход­
ного тока);

Номер метода измерения параметра (максимального выходного тока) в 
порядке изложения в пределах класса 2000.

27
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
И ХАРАКТЕРИСТИК МИКРОСХЕМ

Термины, определении и буквенные обозначения электрических параметров и характеристик микро­
схем — но ГОСТ 19480 и настоящему приложению.

Амплитудная характеристика — зависимость выходною напряжения микросхемы от входного, определя­
емая на частоте, выбираемой в середине полосы пропускания \UM% =  / ( С _) при / =  const).

Амплитудно-частотная характеристика — зависимость коэффициент усиления от частоты | ■= f ( f )
или Uw  - / Ю  при

Время восстановления — интервал времени между моментом достижения срезом входного импульса 
уровня 0.5 сто амплитуды и моментом достижения выходным напряжением уровня 0.1 сто максимального 
значения.

Время готовности / — интервал времени между моментом подачи питающих напряжений и моментом, 
когда значения контролируемых параметров входят в зоны установленных на них допусков.

Диапазон выходного постоянного напряжения f/>MVllocI — максимально возможное изменение постоян­
ною напряжения на выходе микросхемы.

Дифференциальный коэффициент усиления напряжения К j — отношение бесконечно малого измене­
ния выходного напряжения к соответствующему бесконечно малому изменению входного напряжения.

Дифференциальное сопротивление электронного ключа Rt — отношение бесконечно малого изменения 
остаточного напряжения на открытом ключе к соответствующему бесконечно малому изменению тока, 
протекающему через этот ключ.

Диапазон изменения выходного напряжения ограничения Vm — изменение выходного напряжения мик­
росхемы, работающей в режиме ограничения. при изменении входного напряжения в пределах от U  до 
1,5 Uo м.

Коэффициент деления напряжения А ̂  ( — отношение входного напряжения микросхемы к выходному.
Максимальная выходная мощность — мощность полезного сигнала, выделяемая в указанной на­

грузке при максимальном выходном напряжении.
Максимальный коммутируемый ток /комт„  — наибольший ток, протекающий через открытый электрон­

ный ключ, при котором паление напряжения на микросхеме равно указанному значению.
Максимальный ток закрытой схемы /  — ток. протекающий через закрытый электронный ключ при

максимальном выходном напряжении и заданном режиме.
Максимальная частота следования импульсов — максимальная частота импульсов синхронизации, 

при которой удовлетворяются требования к параметрам микросхемы.
Нагрузочная характеристика -  зависимость выходного напряжения схемы от сопротивления нагрузки, 

определяемая при неизменных входном напряжении и частоте.
Нелинейность фазового сдвига 6̂  — относительное отклонение фазового сдвига от линейного закона 

при изменении частоты.
Изменение во времени электрических параметров (напряжения смешения микросхемы Д/; входного 

тока Д/# , среднего входного тока Д [р, разности входных токов Д/д/ .фазового сдвига Мщ) — максимальное 
изменение электрических параметров (напряжения смещения, входного тока, среднего входного тока, раз­
ности входных токов, фазового сдвига) за указанный интервал времени после включения при определенных 
внешних условиях и параметрах внешних испей.

Остаточное напряжение электронного ключа Ukj# — паление напряжения сигнала на открытом элект­
ронном ключе.

Средний входной ток Jn | — среднее арифметическое значение входных токов, протекающих через вхо­
ды микросхемы, когда она сбалансирована.

Ток срабагывания микросхемы — наименьшее значение входного тока, при котором происходит 
срабатывание микросхемы.

Фазо-частотная характеристика -  зависимость фазового сдвига от частоты |«р ®> / ( / )  при Vn  = const).
Электродвижущая сила (э. д. с.) смешения ( E J  — постоянное входное напряжение от источника пита­

ния с внутренним сопротивлением, стремящимся к нулю, при котором выходное напряжение микросхемы 
равно нулю или другому заданному значению.

(И змененная редакция, Изм. № 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 19799—74 СТ СЭВ 1622—79 и СТ СЭВ 3411—81

П у н к т  или метод Г О С Т  1 9 7 9 9 -7 4 П у н к т  С Т  С Э В  1 6 2 2 -7 9 Р :ид ед  иди  п у н к т  С Т  С Э В  3 4 1 1 -8 1

Пункт 1.1 12 —

i.4. 1.5 1.5 —

1.8 2.1 —

1.9 2.2 —

1.10 — П у н к т  1 . 1 . 1

1.11 — 1.1.2; 1.1.3
1.12 — 1.1.4
1.13 — 1.1.5

Метод 1511. 1621 — 10.2
1512. 1622 — 10.3

1550 — Раздел 7
1580 — Пункт 1.2
1581 — .  1.3
1640 — Раздел 6
2500 — Пункт 2.2
2501 — * 2.3

2570. 3500 — Раздел 8
3530 — 9

4500 — 14
5511,8501 — 17

6501 — П у н к т  13.3
6502 — 13.4
6504 — 13.2
6540 — Раздел 15

6550.6551 — 16
6610 — Пункт 3.2
6611 — 3.3

7500. 7501 — Раздел 11
7510 — 12
8530 — 4
8540 - 5



С . 42 ГОСТ 197 9 9 -7 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

Графическое определение времени кшаздывания (/цп), времени нарастании ( / ) ,  времени устаноадс- 
ння времени успокоения (/у!11) выходного напряжения и значения е.

U
Вход

t

ПРИЛОЖЕНИЯ 4. 5. (Введены дополнительно, Изм. № 2).



ГОСТ 19799-74 С. 43

И НФОРМАЦИОН Н Ы Е ДАН Н Ы Е

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов 
Совета Министров СССР от 15.05.74 №  1178

Изменение №  6 принято Межгосударственным Советом по стандаргиlauim. метрологии и сертификации (прото­
кол №  10 от 04.10.96)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС N? 2245 

За принятие изменении проголосовали:

Наименование гос у да рства Наименование национальною органа 
по стандартизации

Азербайджанская Республика Аз госстандарт
Республики! Армения Арм госста ндарт
Республика Беларусь Госстандарт Беларуси
Республика Казахстан Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика Киргизсгандарт
Республика Молдова Мсхтдовастандарт
Российская Федерация Госстандарт России
Республика Таджикистан Таджик!осста ндарт
Туркменистан Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан Узгоссгандарт
Украина Госстандарт Украины

2. Стандар! полностью соответствует СТ СЭВ 3411—81 и соответствует СТ СЭВ 1622—79

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

О б ош ачем ие  Н Т Д . па кото ры й  дан а с с ы л к а Н ом ер п у н к та

ГОСТ 19480-89 
ГОСТ 30350-96

Приложение 3 
Виолнля часть

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного Совета но стандар­
тизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—12—94)

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1999 г.) с Изменениями №  1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в ноябре 
1980 г., сентябре 1983 г., сентябре 1986 г., декабре 1989 г., июне 1990 г., апреле 1997 г. (ИУС 1—81, 
12-83, 12-86, 3 -9 0 , 10-90, 6 -9 7 )
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